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１．概要（Summary） 

様々な分野に用いられている撮像素子において、デバ

イス特性を悪化させる原因の一つにシリコン（Si）とシリコ

ン酸化膜（SiO2）界面における界面準位欠陥に起因した

リーク電流がある。撮像素子では、わずかなリーク電流も

歩留まりを低下させる要因となることから、SiO2/Si 界面準

位の制御は重要な技術課題である。我々は各種 Si ウェ

ーハの開発を行っているが、ウェーハ種毎に界面準位欠

陥を評価する手段が重要であることから、ウェーハ種の違

いによる SiO2/Si 界面への影響を明らかとすることを目的

にMOS構造サンプルの CV特性を評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  デバイスアナライザ、マニュアル

プローバ 

 

【実験方法】 

 （公財）北九州産業学術推進機構共同研究開発センタ

ーデバイスアナライザとマニュアルプローバを用いて、

MOS 構造サンプルの CV 測定をおこなった。ウェーハに

はポリッシュドウェーハ（PW）とエピタキシャルウェーハ

（EW）を用いた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1は試作したMOS構造サンプルの CV測定結果で 

ある。CV 測定は低周波測定として Quasi-Static CV

（QSCV）法を用いておこない、高周波測定は周波数１

MHｚにて実施した。Fig.1 に示したように、PW と EW で

は CV 曲線に違いがみられることがわかった。酸化膜は

25nmの条件にて形成しているが、0Vでの容量値に関し

て、EWはQSCV と高周波 CV曲線との差が小さくなるこ

とがわかった。一方で PW は大きな差が見られており、

PW と EWでは表面の完全性の違いによって SiO2/Si 界

面 の 欠 陥密 度 が 異 な る こ と が 原 因 と 考 え る 。

 

Fig. 1 C-V characteristics for each samples 

 

上記の結果から、CV測定を用いることで SiO2/Si界面欠

陥に関する評価が可能である指針を得ることができた。 

SiO2/Si 界面の欠陥準位は微細化が進み微小リーク電

流も影響するデバイスには大きな課題となるため、ウェー

ハ種毎の SiO2/Si 界面に与える影響を評価することは今

後のウェーハ開発の製品設計において極めて重要となっ

てくる。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・特になし。 
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